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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

薄膜太陽電池の新材料としてBaSi2に注目している。BaSi2は地殻中に豊富な元素か
ら構成されており、禁制帯幅が1.3 eVと太陽電池に適した値をもち、また、間接遷
移型半導体でありながら光吸収係数が大きいとの特徴をもつ。これまでの研究で、
ガラス基板上でもSi基板上に形成したBaSi2エピタキシャル膜に匹敵する分光感度を
実証しており、光吸収層としての特性向上が達成されてきた。太陽電池を作製する
上で、光吸収層で励起したキャリアを分離するホール輸送層（HTL）が必要である。
HTLには、BaSi2との仕事関数差が大きく、ワイドバンドギャップであることが求め
られる。一方、電子輸送層(ETL)には、電子親和力が大きく、ワイドバンドギャップ
であることが求められる。
本研究では、禁制帯幅が大きく、電子親和力が小さい NiOをHTLとして検討した。
本研究では、堆積条件により、NiOの光学吸収端がどのように変化するか調べた。

実験
Experimental

NiOターゲットを用いて反応性スパッタ法により、ダイシングソーで1 cm四方にカッ
トしたガラス基板上に、NiO膜を堆積した。投入電力を50 Wに固定した。プロセス
ガスにはArとO2を用いて、全ガス流量に対するO2流量の割合を2%に固定し、堆積
時の基板温度を室温から300 ℃まで変えた。最後に、電気特性評価のため試料表面
に直径1 mm、厚さ150 nmのAl電極を堆積した。光学特性を分光エリプソメータで、
また、電気特性をHall測定で、両者とも室温で評価した。

結果と考察
Results and Discussion

図1に、Hall測定から求めたキャリア密度および移動度の堆積温度依存性を示
す。NiOはp型を示し、ホール密度は1017から1021 cm-3まで、堆積温度により大き
く変化した。移動度は、ホール密度の増加に伴い減少した。
図2に、分光エリプソメータで評価した光学吸収端を示す。NiO膜は間接遷移を示
し、その光学吸収端は室温堆積時の1.9 eVから200 ℃堆積時の3.2 eVまで、大きく
変化した。今後、紫外光電子分光測定により、NiO膜のイオン化エネルギーを求め
ることで、図2で用いた光学吸収端を値を用いて、各堆積温度に対するNiOの電子
親和力を評価する予定である。
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図1. NiO膜のキャリア密度および移動度の堆積温度依存
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図2. NiO膜の光学吸収端の堆積温度依存
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